PHILIPS EAF 41

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for
use as R.F., I.F. and A.F. amplifier

DIODEZ-PZNTHODI & pente variable pour 1'utilisation
en amplificatrice H.F., I.F. et B.T.

DICDE-PENTODE mit verdnderlicher Steilheit zur Ver-
wendung als H.F.-, 2.F.- und N.F,- Verstarker

Heating : indirect by A.C. or D.C.;
parallel supply

Chuuffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 6,3V
alimentation en paralldle Te = 0,2 A
Heizung : indirekt durch Wechsel- £ =0
oder Gleichstrom;Parallel-
spelisung

Dimensions in mnm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm N
3
SR
g5
g
]
kgds v 7 max 22
Base, culot, Sockel: Rimlock
zpacitances Pentode section Diode section
wpacités Partie penthode Partie diode
zitdten Pentodenteil Diodenteil
Ca = 6,5 pF Cqg = 3,8 pF
cg1 - 4,0 pF Cqs < 0,02 pF
Cag1 < 0,002 pF
Cg1f < 0,05 pF

Between diode and pentode sections
intre les purties diode et penthode
Zvischen Dioden- und Pentodenteil
Cag1 <0,0015 pF
Cga < 0,15 pr
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Operating characteristics of the pentode section as
R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode
en amplificatrice H.F. ou ILF.

Betriebsdaten des Pentodenteiles gls H.F.-oder Z.F.~

Verstdrker

Va = 250 v

Ra2 = 95 k9

Ry = 300 Q
r % N

Vg1 = =2 ~-40 v

Ia = 5 - ma

Ig2 = 1,6 - mA

s = 1600 18 wA/V

Ry = 1,2 > 10 MQ

kg2gl = 19 -

Req = 9,0 - kQ

Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode
Grenzdaten des Pentodenteiles

Vao = max. 550 V
Va = maxXx. 300 V
Wa = max. 2w
Vg2o = max. 550 V
Vgp (I < 2,5 mA) = max. 300 V
Vg2 (I = 5 mA) = max. 125 V
ng = max, 0,3 W
Iy = max. 10 mA
Vg1 (Ig1=+0,3 uA) = max.-1,3 V
Rg1 = maX. 3 MQ
Rif = max. 20 k@
Vit = max. 50V

Linmiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode
Grenzdaten des Diodenteiles

V3 invp = max. 350 V
I3 = max. 0,8 mA
Idp = max. 5 na
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